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(CH3NH3)3Bi2I9 は、高い X 線吸収係数と優れた電荷移動特性を有することから次世代の X 線

撮像素子の検出母材に適した材料として注目されている。X 線撮像素子への応用には、集積回路

上に直接成膜できることや、撮像領域と同程度の 300 cm2 程度の大面積が必要となる。当研究室

ではこれまでにミストデポジション法[1]を用いて膜厚 110 m の (CH3NH3)3Bi2I9 厚膜の作製[2]を

報告した。しかしながら、3 cm2 の小面積であり、撮像素子に応用可能な大面積膜の作製には至

っていない。本学術講演会ではミストデポジション法を用いた (CH3NH3)3Bi2I9 大面積膜の作製に

ついて報告する。 

最大で 18 cm × 18 cm の領域に成膜可能な大面積成膜装置を用意した。大面積成膜を行うため

に最適なパラメータを模索し、18 cm × 17 cm の (CH3NH3)3Bi2I9 大面積膜の作製に成功した (Fig. 

1a)。また、全体を 5 箇所に分けて、XRD を用いて相の同定を行い、全ての箇所で c 軸配向し

た (CH3NH3)3Bi2I9 単相が成膜されていることが確認された (Fig. 1b)。また、Fig. 1c の断面 SEM 

像から膜厚はすべての領域で約 9 m であった。以上のことから、基板全面に (CH3NH3)3Bi2I9 単

相が均一に成膜されているといえる。これらの結果から、ミストデポジション法を用いた大面積

成膜による (CH3NH3)3Bi2I9 の撮像素子への応用が期待される。 

 

Fig. 1 (a) Top view of the (CH3NH3)3Bi2I9
 large–area film of 300 cm2. (b) XRD pattern of the film. (c) 

Cross–sectional SEM image of the film.  
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